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Bsschrexbung 

Verfahrsn zur Metailisiarunc sines Isolators und/oder eines 
Uisiektrikuius 

5 

Die Erfindung betriff" ain Verfahren zur Metallisierung eines 
Isolators und/oder Dielektrikums . 

Die Metallschicht auf einem Isolator, wis beispieisweise der 
10 Isolierschicht eines elektronischen oder mikroelektronischen 
3aueleinsnts, wird derzait so aufgebracht, dass zuerst auf den 
Isolator ruittels eines Vakuuiaprozesses eine ddnne Metall- 
schicht aufgebracht wird. Nach der Abdeckung nit Photo lack 
and dessen strukturiarung wird die Metallschicht chemisch 
15 Oder elekrrocheiaisch vers t&rkt, anschlieftend der Lack ge- 

strippt und die ars^e dcnne Metallschicht zuruckgeatzt , Die- 
ses verfahren 1st komplex und teuer. Ausserdem kann das 
Strippsn das Lacks zur Partikelbildung und demzufolge zu ai- 
rier Ausbeuteverringarung fiihren, 

20 

Aus der DE 193 51 101 Al ist ein Verfahren zur seiaktiven Ab- 
scheidung siner Metallschicht auf der Oberflache ernes Kunst- 
stcff substrats bekannz . Dab si we r den die zu beschicnteten be- 
reiche der Obarfl&che mit elektrbitvagnetischez * SC rah lung ,be- . 

25 aufschlagt, wobei cheraische Bindungen gespaiten und • f unkrio- 
nelle Gruppea als reakrive Zentren geschaffen warden. Die 
Bestrahlung erffolgt insbesondere nut UV-Strahlung bsi einer 
Wallanlanga < 320 nm, vorzugsweise 222 nm. Nach der Bestrah- 
lung, die unter Zuhiif enahnte einer Masks oder mit-els eines 

30 schreibendan Laserstrahls erf olgt , wird an den reaktiven 

funktionelian Gruppen dar Oberflache eine Ede Ime tall verb in- 
dun g fixierc Dazu wird das Kunststaf f tell entweder noch in 
eine Quell-Losung getaucht , beispielsweise in eine 5-sioiare 
w&ssrige NaQK-L6sung, oder unmittelbar mit einer die abzu- 

3S scheidende Substanz enthaltenden Lcsung, d.h. rait einer Keim- 
iasung, korxaktiert. Nachfolgend wird m einem stromiosen He- 
taiiisi-erungsbad die Metallschicht abgeschieden- 
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Eins dsrarnige Vorgehensveise ist in der Mikroeiekrrom k 
nicht prakti 2i^rbar, da fur die Spaltung der chemischsr. Bin- 
dungsn energiereiche Strahlung, insbesonders der welleniange 
5 von 222 zm f erf crderlich is~. Es gibt aber keine ausreichend 
leis tungss tarksa Lamp en dieser Wellenlange, so dass die Be- 
lichtungsseiten dautlich ho her iiegen (Faktor > 10} ais bei 
Standardbelichnungen. Dadurch wird aber der Durchsatz an be- 
keirabarsn Subscraten stark eingeschrankt und zudex sind die 

10 ben5tigten ixcxmer-UV-La^pen sehr teuer. Ausserdeir. warden bei 
der Spaltung der Bindungen niedermolekulare Bruchstticke frei- 
gesetzt, welche die teuren Masken vsrschmutzan k5nnen. Ein 
Nachteii des bekannten verfahrens ist ferner, dass es nur po- 
sitiv arbeiter, d.h. nur die bslichtsten Bereiche konnen be- 

15 keimt werden. Eine Arbeitsweise im negativen Modus, wobei die 
nicht-beiichteten Bereiche bekeimt werden, ist dagegen nichfc 
xndglich. Dies kann dann hohe Zusatzkostea fixr neua Masken be- 
deucen, wenn beispielsweise fUr bereits existierer.de Prozesse 
nur Negativmas ken vorhanden sind. 

20 

Zur Metaliisierung dielektrischer Schichten auf einem 
elektronischen Baueiexent ist ein Verfahren aus der DE 
199 57 130.9 (noch unverdff entlicht) bekanr.t, bei dem ein 
photoempf indliches pieiekwnkum auf ein Substrat aufgebracht 
25 wird, das Dielektrikum in einem anschliefi'enden, Arbeitsschritt 
beiichtat und entweder mit oder ohne Warmebehandlung bekeimt 
und metailisierr wird, Nachneilig an diesem Vsrfahren ist, 
dass es auf photosensitive Dislektrika heschrankt ist. 

30 Aufgabe der Erf indur.g ist es, ein Verfahren zur Mecallisie- 
rung von Isoiatoren z r s schaf f en, das kompatibel mit den Gege- 
benheiten bescehender Prozessiinien ist/ im positiven und ne- 
gativen Modus arbeitet und nicht auf photosensitive Dielek- 
trika beschrankt ist* 

35 

Ldsung der Aufgabe und Gegenstand der Er f indung ist ein Ver- 
fahren zur Meraiiis ierung suir.ir.dest einer Isoliersehicht ei- 
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nes elektrotiischen odsr mikroelektranischen SauteiLs, deren 
Schichtdicke maximal SO um betr^gt, wobei zunachst 

- z oral rides t a in. e Isolierschicht auf das Substrat aufgebracht 
und durch Behandiung rait eineja Aktivator aktiviert wird, 

- dann eine weitera Isolierschicht aufgebracht und struktu- 
riert wird und schliefclich 

- die erste Isolierschicht bekeimt und raetallisiert wird. 

Dam Verfahren nach der Erfindung konr.en alle Isoiierschichten 
eines eiektrcnischen odsr mikroelektronischen Bauteiis unter- 
worfen werden, vorausgesetzt t sia lassen sich durch geeignete 
Aktivatoren so aktivieren, dass aine Bekeimung mcglich ist. 

Nach einer Ausfuhrungsform werden 5 Schichtan auf ein Sub- 
strat aufgebracht und jeweils strukturiert . Diessr Aufbau 
wird dann aktiviert, bevor die oberste Isciierschicht auf- 
gebracht und scrukturiert wird, Danach wird die freiiiegende 
Qberfiache der aktivierten unteren Schichcen bekeimt und 
raetallisiert . 

Durch das vorlisger.de Verfahren lassen sich ?.B. benachbarte 
Isolierschichcen selekriv raetailisieren, indem 2*8. die unte- 
re Schichc zuerst aktiviert und dann die obere Schichc auf- 
getragen wird. Vor der Metal lis ierung wire die obere- Schicht 
strukturiert, so dass die ur.tere Schicht an den Stellan, an 
denen Hetaliisierung stattfinden sell, freiiiegt, Bel der Be- 
keimung und Met a 1 1 i 5 i s rung wird dann nur die untere und akti- 
viarte Schicht metallisxert . 

Uuter dem Begrirf ^Isciierschicht oder I sclationsschicht* 
versteht man hier ein elektrisch isoiierendas Material/ das 
nach der Fertigstellung des Bauelements in dieseiu Baueieiaent 
verbiaibc, d.h. nicht entfernt wird. Materialise die als 
Strukturierungshiif smictei dienen und nach der Durchfuhrung 
eines Processes (a. 3. Me-aliisierung, Atzung) wieder entfernt 
werden, wie z.B, koiwaerzielie Photolacke auf Navaiak-Basis, 
sind darunter nicht zu verstehen. Ebenso sind Materialien, 
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die em Bestandteil des Substrates sind (2.B. Laiterplatten 
auf Epoxidharzbasis ; oder als Abdeckung verwsndet warden 
U.S. ? a s s i vi e rung s 5 ch i cat auf eineru IC aus Siliziumoxid 
und/oder -nitrid oder IC-Gehause aus gefullteir. Epaxidharz , 
5 d*h. Pressmasse, „mold compound*), keine ^Isolierschichten* 
im Sinne des hier gehrauchzen Segriffs. 

Die Dicke der Isolierschicht ist vorzugsweisa zwischen 0,05 
una 50 \m, besonders bevorzugt zwischen 0, 1 una 20 pia. 

IG 

Die Isolierschichu besteht bevorzugt aus einem Polymer- Das 
Polymer waist vorteiihaft eir.e hohe chsmischs und thermlsche „ 
Bestandigkeir auf. Kierdurch warden Lot- und Reinigungspro- 
zesse sowie die Aktivierung (chemisch und/oder physikalisch) 

15 unbeschadet ubsrs::anden . VorteiIha.fr hat sich insbesondere 
der ELr.SB.tz fcigendar Art en von Poiy^eren erwiesen: Dielek- 
trika wis Polyimide, Polybenzoxazole, Pciybenzimidazale; vor- 
wiegend aroma" ische Polyether, Po 1 ye nher ketone, Polyethersui- 
fone; Senzocyclohutsn, arantatische Kohlenwasserscof f e Poly- 

20 chinoline, Pclychmoxaline, Polysiloxane (Silicone) , Poly- 

urathane oder Epcx^dharza , 'Copolymers oder Mischungen disssr" 
Polyneren untarainander sind ebenfalls geeignet, Weiterhin. 
eignen sich Verbindurxgsn bzw, Foiymera raic organisch-ancrga- 
nischer Struktur, wis z.B. Orgaxiosiliziuax-Organophosphoj;, oder 

25 Organoborverbindungen. Bekanntlich kann man alle der genann-- 
ten Materialklasaen entwedar in fertiger Form applizisren 
(Schleudarn, Siebdruck etc.) oder aus der Gasphase auf der?. 
Substrat oder der ersten Isolierschicht erne Vorstufe ab- 
scheidan und dort das Polymer erzeugen. Zu den Schichten, die 

30 auf dem Substrau oder ainer Isolierschicht erzeugt * werden, 
gehSren 2.3, Schichten aus Kchlenstof f , a-CiK sowie a-C:Et- 
Schichter. (amorph) mit wsi~eren Eleraenten wxe Si, P, O, B. 
Rein anorganischa Materiaiien wie Siliziuraoxid und -nitrid 
zahlen nur dann dazu, wenn sie - als die obere der beiden 

35 Schichten, z.B. uber eine Lochxaaake, Drucktechnik und/oder 
Lithographie aurgebracht und strukturiert werden. 
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Prinzipieli sind alia Materialien geeignet, die bei dsn 
durchzuf Uhrer.dan ?rc2*ssen stabii sind, slaktrisch gut iso- 
lierend virkan und auf dam fertigen Sauale:aent kainen Sz6r~ 
effekt haben. 3esonders geeignafc sind photosensitive Forrau- 
5 lierungen dsr I so liernatariali an , 

Die Isolierschichu kann auch rciahrars dar oben genannten Kom- 
ponencen sowia Fulistoff enthalten, Bescndars fur die Verwen 
dung als Pasta, aber auch fUr Siabdrucke, kSnnen dem Isolier 
10 material und/odar Dielsktrikum geeigneta Fttllstoffe beige- 
raischt warden. Sis kann beispisls.weise in geloster Form Oder 
als Paste auf das Substrat aufgetragan werden. Gaeignete 
Techniken sind z.B, Schlaudern, Gieflan, Dispansan, Rakeln, 
Taaipondrucky Tir.-anszrahldruck ur.d/oder Si ebdruck, 

15 

Eire erste Isclierschicht wird baispielswsise mittels Schleu 
dertechnik aur das Subsrrat cder sine andera Isolierschicht 
aufgetragen, je nach 3adarf gatrocknet und/oder ausgeheizt, 
wenn diss zur Erhaitung dar Endeigenschaf ten nonwendig ist. 
2G Anschlisssend wird sie mit einem Aktivator aktiviert, Danacb. 
wird aine zweite Isclationsschicht auf die erste aufgebracht 
und getrcckr.ec. Dis zwaita iohera) Isolierschicht wird z,B. 
fur die Srrukturxarung durch eina Masks beixchtet, entwickait 
und gatrocknet und/cdar ausgsheizt. 

25 ' 

Vor der Aktivierung kann die ersta Isoiiarschicht ggf . eben- 
f alls strukturisrt werden. 

Dia Akriviarung kann durch Eintauchen, Atzen ; Aussetzeri/ Ba- 
30 strahlan, Bespuruern, Srhitzen, An la sen; Benetzan oder eine 
andera bekannta Tachnik erfoigen, 

Der Aktivator ist je nach Ausfuhrungsform ein Gas (oder aina 
Gasmischung) , aina Fiussigkait, aine Ldsung oder ein Plasma, 
35 Der Aktivaror kann insbescndere auch eine Kombination von ai- 
nem Gas mit einar Fiussigkait oder erne sonstiga Kombination 
mehrarer Aktivatoren sein. 2ia Aktiviarung modif isiart selek- 
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tiv eine Isoliersch^cht Oder dxe Oberflache einer Isolier- 
sohicht beiscialsweise in -der Weiss, dass softer aur diese 
Schicht bekeimt und/ oder mataliisiert we r den kann. Eine ande- 
re Aktivierung wie eine fur eine spatere Photosensibilisie- 
5 rung gaeignete und anders Aktivierungen si ad such von der Er- 
findung mitumfasst. 

Flussige Aktivatcren sind z.B, bas^sche Reagenzien wie Lbsun- 
gan eines oder rctehrerer Alkali- und/oder Erdalka.lihydroxa.den, 

10 Aicanoniuxnhydroxiden; oxidierende Reagan si en wie die L5sung von 
Wasserstof fperoxid, Chrcmat, Perfrianganat, (Per)Chlorat and/ 
oder Peroxosulf at; Ldsungen, die eine Saure wie Schwefel-, 
Salz-, Salpeter- ur.d/oder ?hosphars&ure enthaiten. Die ge- 
nannten LSsunger. kdnnea alls einzeln oder auch in beliebiger 

15 Kcsibination zuia Sinsatz komraen. 



Aktivatoren, die als Plasma vorliegen sind z.B.: 
Sauerstcff-, Chlor- r Kohlendioxid-, Schwef eldioxid-, Sdelgas- 
und/oder Aramoni a kp 1 a smen ; als Gase eignen sich s.B. Qson, 
20 Sauerstof f , Halogens und/odsr Schwef eldioxid sowie deren Mi- 
schungen, 



Das Substrat ist bevorzugt ein Kaibleitar (Silizium (Si) , 
Galiiumarsenid, Germanic (Ge) } oder Keramik, wobei es-.unter- 

25 halb der 'ersten Isolierschicht schon elektronische Schaltun- 
gen incl- Metall- und Isolierschichten geben kann (z.B. ein 
front-end bearbeitetes Substrat) , Das Substrat kann aber auch 
Gias, Leiterplat'e und/oder Metall sein* Das Substrat kanxx 
ausserdem auch eines der oben genannter, Materialier. rr.it einer 

30 aufgebrachten Isolierschicht sain. 

Die KeimlGsung ist die Losung oder Emulsion eines Metalls 
(odar einer He tail verb indung} in ionogenar oder kolloidaler 
Form. Diese L5sung kann neutral/ basisch oder $auer sein. 
3,5 Bevorzugte Ksisal3sungen sind alie LSsungen. von Metallen und 
Nichtmetallen bzw. deren Verbindungen, die die Abscheidung 
eines Metalls aus einer redoxchemisch metastabiian Ldsung 
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dieses Metalls kataiysieren. 2ur Herstsllung der Keirul6sung 
werden bavorzugt Edaiinetalle (Ruthenium (Raj , Rhodium (Rh) , 
Palladium (Pd! , Osmium (Os) , Iridium (Ir), Platin (Ft), Sii- 
ber (Ag) , Gold (Au) } bzw. deren Verbindungen und Kompiexe 
5 (organisch und/oder anorganisch) eingesetzt: . Palladiumverbin-' 
dungen wis Pailadiunacerat und PallacuuachLorid werdsn be- 
reits zur Metallisierung verwendet- 

Ais Kompiexe 3 lad sowohl dis klassischen cis-Diamino- 
10 di (pseudc) halcgeno- oder alksnyl-Kcmciexe das Pt(II) Oder 
Pd{IIJ geeignew da sia zur Reaktion gaeignece Gruppen en fi- 
lial ten. Trisphosphinokomplexe des Pd und Pt enthalten das 
Metall bereits in der Oxidationsstufe 0, wcdurch die Bildung 
von Keimen bzw. Clustem erheblich vsreinf acht und an modifi- 
15 ziarten Cberfiachen favorisiert wird. Die Ligandansysteme 
lassan sich sahr leichu niodif izieren {5ulf onierung, iUuinis- 
rung/ z • 3 . 3- [Bis ( 3-sulfophenyI) phosphino ] benzenesulfonic 
acid; 1, 3, S-Triaza-7-phosphatricyclo [3, 3, 1, 1] decane] , so dass 
auch angspasst geiadena Spezies erhalten werden kSnnen. Die 
20 Kompiexe werden einfach durch Zumischen des Liganden zu einar 
SaizlSsung des Meralls/der Metalle erhaicen. 

Ais Ldsungsmittel koiriuen Wasser and organische Losungsmittel 
sowie Mischungen in Frage. Sesonders geeignet sind Isopropa- 

25 nol, Ethanol, y-Eutyrolactcn, Butanon, N-Hsthyip'yrrolidon, 

Aceton, Cyciohexanon, Cyclopen^anon, Tetrahydrofuran, Ethoxy- 
ethylpropianat, Ethoxyethylacetat/ Essigsaureethyiester oder 
Essigs&urebutyiester . Die LSsung kann auch Tenside (ionische 
und/oder niche icnische Tsnside) Oder Amine (z.B. Triethyl- 

3 0 amln oder Tetrans^hylaxumoni'jitihydroxidi enthalten. 

Das Verfahren ist insbesondere deswegen so vorteiihaf t , weil 
vieie elektronische und/oder raikroelektronische Bauelemente - 
vor ihrer Bearbeicung nit mindester.s zwei Isoliarschichten - 
35 mit ainem Buff ercoating beschichtet sind (in diessr Form kora- 
men z.B. Wafer vera Frcnt-End-Bereich; das Buf f sreoating ist 
beispielsweiss Polyimid oder Polybenzoxazoi ; darunter befin- 
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den s ich beispieisweise dia anorganischen. Passivierungs- 
schichcan Silisiumnitrid und/cder -cxid) « Dieses Buffer- 
coating kar.n bereits eins Isoiierschicht im Sinne der Srfin- 
duhg seir,/ d,h, sie kann aktiviert and anschliessend mit ei- 
5 ner weitersn Isolierschicht beschichtet verdan. Die obere 
Schichc wird sncsprechend sinar Ausftihrungsf orm des Verfah- 
rens scrukwurisrt, wobsi dann m den freigeiegzen Bersichen 
dia aktiviarce unters Schicht bekaimt und metailisiart werden 
kann . 

1C 

Anhand von, Ausf Uhrungsbeispielan soil die Erfindung noch 
nahexr eri&utsrt werden. 

Beispial i 

15 

Ein har.ceisubiicher ftafer mit einer bereits cyclisierten ?o- 
lyimidbeschichrung wird wie foigt umverdrahzet ; Das Polyimid 
wird durch siner. kurzen Atzschritt 25 s im Sausrstof fplasiua 
ak-iviert (500 50 seem, Sauerstcff, 50 mTorr) . Der akti- 

20 vierta Wafer wire 10 s in dsionisiartes Wasser getaucht, das 
Wasser abgsschieudert und der Wafer 60 s bei 120*0 getrock- 
net . Anschliafiend wird sine zweite L-age eir.es pho to a ens i riven 
Polyiraids auf ge.schieudert strukturiert und in einem Of en bei 
400 °C uncer Sticks-toff ausgehartet . "2ei der Plasma -Aktivierung 

25 der 1. Schicht ents'teht die aktivierte Oberf iache, auf dar 

sich durch Eintauchen in eine Ldsung von 200 mg r[ 2 -Bipyridyl- 
r[ 2 4, 4 'Oiaminostilbenopal-ladium( II) in 500 mi Isopropanol 
selek-iv der Falladiumkomplex anbinden lasst (Bekeimung) . An- 
schlie&and wird dar Palladiumkcmpisx durch Tauchen in eine 

30 alkalische Borhydrid-Losung (1 g Natriumbornydrid, 5 g Natri- 
umhydroxid gelSst in 1000 mi Wasser) reduziert {RT, 2 rain) . ' 
Daraufhxn erfoigt die chemische Verkupf erung durch Tauchen 
(10 mir.) in ein warmas handelsiibliches Kupferbad, 
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Beispiel 2 

Dia Bekeiznunc erfolc~ analog Beispiel 1, jedoch wird hier der 
selektiv angekoppelts Pailadiumkomplex photochemisch unter 
5 Bildung aines Cyclobucanderivates (C* (C«K 4 NH2) 4 H 4 ) und Palla- 
dium (0) reduziiert, Fur diese Flutbelichtung {Belichtung ohne 
Maske rait einer Belichcungsenergie von 300 raJ/cm*) wird eine 
pclychromatische £nergieguelle rait Emissionen im Barsich von 
2Q0-500 nm verwendet z.B. sine Queeksiiberhochdrucklaiape - 

10 

Beispiel 3 

3 elm Verfahren analog Beispiel 1 wird arts telle des Palla- 
dium ( II) -Komplexas der entsprechende Platin(II) -Konplex ein- 
15 geserzt. Das Zrcabnis 1st analog. 

Beispiel 4 

Beis* Varfahran analog Sexspiel I wird anstalle des Palla- 
20 diuirL(II) -Kompiexas der Di-y-chloro-tetraethylendirhodium (I) - 
Kemp lex verwer.dat. Das Ergebnis 1st analog- 

Beispiel 5 

25 Ein photosensitives Polyiraid wird nach Hersteilerangaben auf 
ain Siliziumsubstrat geschleudert", beiichtet, entwickelt und 
ausgehartet. Fur die Aktivierung des Pclyimids wird das Sub- 
strat anschliaSend in folgende Ldsungen getaucht: 

10 rain in eine 4C a G warme alkalische Perxaanganat-Lfisung, 
30 besteftend aus 14 0 g/1 Natriumperaariganat und 50 g/1 Natri- 
uiahydroxid 

- Spulen in deionisiertsa Wasser 

- Eintauchen f*Ur 3 ruin bei Raumteraperatur in haibkonzent- 
riarte Schwa f els&ure (S moi/1) 

35 - Spulen in deionisiertem Wasser. 

. Danach wird eine zweite Lage Polyiaid aufgeschleudart, wie 
oben beschriehen strukturierr und ausgehartst . Die freigeleg- 
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ten Stellen der erszsn, akrivierten FolyiEiidschicht ^erden 
durch Eintauchsn des 3ubstrats fiir 45 ruin in eine 45°C warma, 
kauf lichs ioncgene Palladium- Losung bekaimt . Nach Spulen nit 
daionisiertem Wassar (Tauchen 3 s) erfolgt eine Reduktion des 
5 ionogenen Palladiums durch sine aikalische Borhydrid-Losung, 
besfcehend aus Ig Nacriimborhydrid und 5 g Nacr iuiuhydraxid pro 
1 1 deionisierwen wesser. Nach emeuten SpQlen mit deicni- 
sier-am Nasser und Trocknsn im Stickstof f strom erfolgt die 
cheir,ische Mecailisi arung durch 15 min £ir.tauchen in sin han- 
10 delsUbliches Nickslbad, 

Beispial 6 

Ar.stalle des Nickalbades wird sin hatidalsUblich.es Rupf erbad 
15 verwendat. Sens" w;e Baispiel 5. 

Beispiei 7 

Auf a man Siliziumwaf er wird das Dieiektrikum. Poiybenzcxazcl 

20 durch Schleudertschnik aufgsbracht, bai 100°C vorgetrccknet 
und auf einer Ho-placa Jewells 1 min bei 2G0 9 C, 2qQ°C und 
350'C unter Sriccstcf f ausgehartet , Anschliefiend wird die 
Oberf l£che in einen Wasssrgasplasma :CQ:H 2 wia 1:1; 500 watt, 
SO sec:?., 50 mTcrr) aktivisrt. Die aktiviarte Cberfiache wird 

ZS 10 s in deicnisisrtes Wasser "gecaucht, da-s Wasser abgeschleu- 
dert und der Wafer 60s hex 120 g C getrackr.ar . Danach wird sine 
zweits Lage Polybenzoxazol durch Siecdruck auf gebracht, vor- 
getrccknet und - wie oben- ausgehartet. 3ai der ?iasma~Akti^ 
vie rung entsteht eine carbcxyigruppenhaitige Oberflache, auf 

30 der sich durch Sintauchen ir. eine Losung von 200 mg -q a -Bi- 
pyridyl-T[ 2 4, 4 '-Dia^ino-stilbenopaliadi i o^{II) in 500 al Iso-" - 
propane! salekriv der Paliadiuitikompiex anbinden lasst. An- 
schlieflend wird der Failadiumkomplex in ainer alkalischen 
Borhydrid-Losung (Ig Natriinihorhydrid, 5 g Natriuahydroxid 

35 geias- in 1000 xl Wasser) rsduziert (RT, 2 min) . Daraufhin 
erfolgt dze cha-ischs Verkupferung (10 nin) mit einsm han- 
delsublichen Xupf erbad. 
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Beispiel 3 

Analog Beispiel 7 erfolgt die Aktivierung durch Plasma mit 
S Forrtiiargas (Nj, Ha (1:1)). Ailerdings wird dann die Bekeimung 
mit einer Losur.g vcn 2 0 0rag T[*~8ipyridyl 4 , 4 '-Dicarboxy~T] a - 
stilbanopailadiumt II) in 500 ml Iscpropanol, der 0/5 ml w&ss- 
riger Arumoniak {24 zugeaetzt wurds, durchgef Qhrt . 

10 Beispiel 9 

Analog Beispial 7 srfolgt die Aktiviarung durch ein Plasma 
rait Ammcniak, Allerdings wird dann die Bekeimung mit einer 
Lbsung von 200 mg rp-Bipyridyl 4, 4 '-Dicarboxy-^-stiibeno- 
15 palladium ( II) in 53C ml Isopropanol/ der 0/5 ml wassriger 
Aenmaniak (24 %} zugesatrzt wurde, durchgef Uhrt . 

Die Figur zeigc ainen Ausschnitt aus einam Baualemsnt wie ai- 
nem Wafsr, wobai iic Querschr.itt 4 Schichten 2U erkennan sind; 

20 Unten das Subscrat 1, auf dan die Isolierschicht 2, die akti- 
viert 1st, anschlieiiu < Die Isolierschicht 3 ist strukturiert 
and lagt dadurch te.lwaise die Cberf lache der aktiviertan 
Schichc 2 frai. An der freigelegten OberflSche ist die Iso- 
lierschicht 2 durch Bake inning und Metallisierung mit dera itie- 

25 tallischen Leitsrband 4 belegt- 

Die Erf indung arradgi^cht eine kostsngunsrige, selektive Me- 
tallisierung einer Isolierschicht ohne Strippen oder RUck- 
&t2ung. Das Anwendungsspektrum des Verfahrans ist breit ge- 

30 facherc, well keine Einschrankung hinsichtlich das eingesetz- 
tan Isolators besteht. Zudera konnen verschiedenste Isolatoren 
kombinisrt warden. 3ei der Nut sung von photosensitive^ Mate- 
riaiien sind die Belichtungsenergien und bei der Nurzung von 
nicht photosensitivsra Material sind die Druckzeiten gering, 

35 so dass ain cuter Durchsatz er2ielt wird. Das Verfahren ist 
kompacibal mit vorhandenen Proseftlinien, weil bei dar Verwan- 
dung von photosansitivan Isolatoren die Belichtung zur Akti- 
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vierung im nahen oder tiefen UV-Bereich srfolgen kann 
(200 bis 450 r_r., insbftsonders der Beraich von 350 bis 450 am) 
und somit bereits ir. dar Prozefllinie existierende Beiich- 
nuagsgsrate kG stenguns tig vsrwsndet werden. kann en. Das Poly- 
5 mer des Isolator* wird durch die Afcti vie rung nicht abgebaut 
und/oder gespalter., so dass keine niederraolekularsn Abfall- 
produkte antsfcehen . 

Die Erfindung cetrifft ein Verfahren zur Metaliis ierung einss 
10 Isolators und/oder Dieisktr ikvms, wobei dar Isolator zunachst 
aktiviert, anschlieiiand mit sinera weitersn Isolator beschich- 
tet und dieser strukturier dann der arste faekeimt und 
schlieiilich metallisiert wird. 
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Pa tentansp ruche 

1 . Verfahren zur Metaliisierung zumindest einer Isolier- 
schicht eines elekuronischen Oder mikroelektronischen Bau- 

5 teils, deren Schichtcxcke maximal 50 ym betrSgt, wobei su- 
n&chst 

2uminc.es u eine Isolierschicht auf das Subs r: rat auf gebracht 
und durch 3e;iandiung nut ainem Aktivator aktiviert wird, 

- dann eins weitsre Isoiiarscfricht aufgebracht und struktu- 
10 riert wird ur.d schliefclich 

- die ersta Iscliarschicht bekeimt und macallisiert wird. 

2. Vsrrahren r.ach Anspruch I ( bai dem dia beidsn Isoliar- 
schichten aus deir. gleichan Material sind. 

15 

3. Verfahran nach Anspruch 1 Oder 2, bei dem die erste Iso- 
lierschich* vor der Aufbringung der zveiten Isolierschicht 
strukturier u wire. 



20 
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Z u s amicien f a s s ung 

Verfahren zur M=-alIisierung einss Isolators und/odar eines 
DielektriSc^s 

5 

Die Erfindurvg betriffz em verfaiiren sur Mstallisierung eiass 
Isolators undVcdsr Dielektrlkums , wobei der Isolator zunachst 
aktiviert/ anschlieSend rait aineiu weitsren Isolator beschich- 
tet uric dieser strukturiert, dann der ersta bekeimt und 
10 schliefllich me z<= llisiert wird. 



FIG 1 



